= INSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

DIODA PODCZERWONA AQYP 10F

Dioda elektrdluminescencyjna - z GalnAs/InP wykonana technika
wielowarstwowe] epitaksji Jest przystosowana do polqczeﬁia
ze $wiattowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i Srednicy
rdzenia ¢r 50 um, Moze by¢é stosowana w SwiatXowodowych *gczach
telekomunikacyjnych sSredniego i dalekiego zasiegu,
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Rys. 1. Obudowa
PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Natezenie pradu przewodzenia IF 100 mA
Napiecie wsteczne UR 2 : \'4
Temperatura obudowy o =30 + +50 £C
Temperatura przechowywania 'tstg -40 4+ +70 = 02c

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA
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Rys.2. Charakterystyka prg-
dowo-naplqciowa
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Rys.3., Zalezno$¢ mocy promienio-
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Rys.4, Widmowy rozktad moCy pro-

mieniowania

wania od pradu przewodzenia
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Rys.5., Zalezno$¢ dopuszczal-
nego pradu przewodzenia od
temperatury



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosdé
Nazwa Warunki
parametru Symbol| Jecn. min, | typ.| max. pomiaru
Moc promieniowania Pe MW 10 121c= IFr=1OO mA
Napiecie
przewodzenia Up V= = 2 | Ip=100 mA
Prad wsteczgy ‘ I AL G = A 500 Ug= 2 s
Dxugosé fali odpo- :
wiadajgca maksimum
gestosci monochro- ;
matycznej mocy pro- =
e Ap nm | 12501 1300| 1330 IF-1OO mA
Szeroko$é pordwkowa
widma promienio-
wania AN nm | - 105] 115 | I, =100 mA
0,5 F
Czas narastania 1
opadania impulsu : o o
promieniowania tr’ tf oS 2 10 IF =100 mA
TrwaXos¢é okreslona
spadkiem mocy pro-
mieniowania do po=-
Yowy wartosci po- 4
czgtkowej t1/2 H:i—10 - = |Ip=100 mA
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Lipiec 1987 s
Cena 40 zt DRUK ZOINTE ITE zam, 7_@87 n,30¢

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



